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Caemanium TELEFUNKEN

Flachentransistor SH=Iim——_r
Diffusionslegierter VHF-Transistor fir die Verwendung in Vorstufen und in
Misch- und Oszillatorstufen bis 220 MHz.
Vorldufige technische Daten
Abmessungen o
Mafle in mm [ o= ﬂ,S':'
c |
1 A
h
] & i
E ' i
il'-"'lf-. Ll i‘-mi.:-_]‘.}- Gewicht: max. 1,59
Metallgehéuse &hnlich TO 5
Die Abschirmung 5 ist mit dem Gehéiuse verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Uceo 25 v
Emitter-Basis-Spannung —Ugso 05 ¥
Collectorstrom —le 10 miy
Basisstram Ig 1 ma
Emitterstram -l 1 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piat 75 m'W
bei tomp = 30°C Piat 10 m'W
Sperrschichttemperatur k 75 eC
Lagertemperatur fag —55..4+7% °C
Warmewiderstand Rywu 04 S0 fmW
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Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tams = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Min. Typ. Max.

Collector-Reststrom, —Ucg = 12Y =lcao 10 pA
Collector-Reststrom, —Ucp = 25V —lepey 50 pA
Arbeitspunkt: —Uea = 12V, —lc = T mA
Basisspannung —Uge 220 340 mvy
Basisstrom —lg 50 pA
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ilc = 50 pA —Uecpa 25 Y
Emitter-Basis-Sperrspannung, lg = 50 A —~Ugpo 0,5 '

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tams = 25 °C

Transit-Frequenz, —Uces = 12V, lg = 1 mA fr 180 MHz

Stromverstérkungsfaktor hie (] 20
—Uce=12¥, —lc = 1mA, f=1kHz

Raouschmafl F [ 75 dB
=Uce=12V¥, —lc = 1 mA, f = 200 MHz,
Rg =300

Rickwirkungskapazitat Cra —08 pF
—Uce =12V, —lgc = 1 mA, f = 450kHz

Riickwirkungsimpedanz | 2ot | 10 (4]
—Ueg =12V, le = 1 mA, f = 2 MHz

Leistungsverst@rkung in Basisschaltung Veb 10 13 dB

—Uce =12V, —lc = 1 mA, f = 200 MHz
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Der Widersiand R ist 5o zu wahlen, dofi der gesamle Resonanzwiderstand den Wert 2 ki hat,
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Vierpol-Parameter

Basisschaltung, f = 200 MHz, —Ucg = 12V, le = 1 mA

Eingangsleitwert Re vib 30 ms

Im iy 15 ma

Eingangskapazitat Cib 12 pF

Ridewdrtssteilheit | ¥ets | 04 m5
Trh —%0 U

Vorwiartssteilheit | yei | 25 m3
b #0 “

Ausgongsleitwert Re yob 03 m3

Im yah 23 m5

Ausgangskapazitat Cob 1.8 pF
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TELEFUNKEN

Do §T = T
AL = n
Bin—) 4 = 9-

ailjuuaysbuobuig

=1

os

UU w.ﬂ n_r_._ﬂ..m
JapwoIDy = 8 —
Bn-14 = 21—
uaiuluuaysBunbsmy
— EP
Adi g
|
¥

WINIL -AMTE

|
JEEETTE T 1 1

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Transistor AF178 Datasheet

Telefunken

TELEFUNKEN

AF178
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Eingongsleitwert yin
fayg = (Basisschaltung)
—Uge = 12V
lg, f = Parometer
fumb = 25 &C
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Rickwartssteilhait v
{Basisschaltung)
—Ucg, I, f = Parameter
Mefebene 3 mm unter Gehduseboden tomb = 25°C
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lg, f = Parameter
tomb = 25°C
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—Uep, I, f = Parameter
Mefiebene 3 mm unter Gehduseboden tamb = 25 °C
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